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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen PrQfungsbericht, der von der mit der 
' PnterS Priif ung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikei 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem Hegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich urn 

El Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugmnd^ liegen. undfcder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (s.ehe Regel 

70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter, die f rOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 Punkt 4 und im z ^a^eld angegebenen 

GrGnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehart der 

internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ fnur an das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzah! der/ties elektronischen 

M^^2)anoeben) , dertfie ein Sequenzprotokoll undfcder die dazugehorigen TabeHen enthalt/en^ 
nur -in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BeqrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit, der erfinderischen T|tigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Untertagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 





Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 




Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 




Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 
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Formblatt PCT/I PEA/409 (DeckWatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
OBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004A506247 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts • 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) ^ 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benefits ats 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nichi beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 „-| 2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 . 16 eingegangen am 14.09.2005 mit Schreiben vom 12.09.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1)4-4/4 in der ursprOnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undfoder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* wenn Punkt 4 zutrifft, k&xmen einige oder alle dieser ©latter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. ' . . 
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UBER DIE PATE NTI E R B A R KE IT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004y006247 



Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . H Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder 

□ die Anspruche eingeschrankt. 
SI zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ „weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2 □ Die Behorde hat festgestellt, daf3 das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 
gemaG Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

M aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 
IS) alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummem beziehen: . 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser . 
Feststellung . m : 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-16 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
slehe Beiblatt 

3 . * • 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/006247 



Zu Punkt IV: 



1 . Das Dokument US-A-4 760 273 (= D1) beschreibt (s. Spalte 4, Zeile 50, bis Spalte 6, 
Zeile 31 , und Abbildungen 1 und 4 bis 6) ein optisches Sensorelement, bei dem in einem 
Halbleitersubstrat (8) ein lichtempfindlicher Bereich, in dem. durch Belichtung 
Ladungstragerfreisetzbarsind, und zwei Dotierungszonen (60, 70) zum Aufnehmen von 
im lichtempfindlichen Bereich freigesetzten Ladungstragern gebildet sind, sowie 
isolierten Elektroden (14) zum Erzeugen eines Feldgradienten in dem lichtempfindlichen 
Bereich, wobei die Elektroden (14) in einem in der Oberflache des Substrats gebildeten 
Graben (8a) angebracht sind. 

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich davon durch das besondere 
technische Merkmal, dass der lichtempfindliche Bereich zwischen zwei in Graben 
gebildeten isolierten Elektroden und den zugeordneten Dotierungszonen angeordnet ist. 

3. Der Gegenstand des Anspruchs 9 weist dagegen das besondere technische Merkmal 
auf, dass Elektroden ohne Isolierung gegen den lichtempfindlichen Bereich und keine 
Dotierungszonen vorgesehen sind. 

4. Das angefuhrte besondere technische Merkmal des Anspruchs 1 ist nicht identisch mit 
dem besonderen technischen Merkmal des Anspruchs 9. Deshalb ist die vorliegende 
Anmeldung nicht einheitlich im Sinne der Regel 13.1 PCT, wobei sich die beiden 
Erfindungen einerseits aus den Anspruchen 1 bis 8, 10 bis 14 (falls von Anspruch 1 
abhangig), 15 und 16 sowie andererseits den Anspruchen 9 und 10 bis 14 (falls von 
Anspruch 9 abhangig) ergeben. 

5. Die Einheitlichkeit der Erfindung konnte dadurch hergestellt werden, dass auch in 
Anspruch 9 die Geometrie des Anspruchs 1, namljch die Anordnung des 
lichtempfindlichen Bereichs zwischen zwei Elektroden mit ihnen jeweiis zugeordneten 
Dotierungszonen, festgelegt wird. 



PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUF1GER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/006247 



Zu Punkt V: 



I. Anspruch 1 : 

1.. Das Dokument D1 beschreibt (s. Spalte 4, Zeile 50, bis Spalte 6, Zeile 31, und 
Abbildungen 4 bis 6) ein optisches Sensorelement, bei dem in einem Halbleitersubstrat 
(8) ein lichtempfindlicher Bereich, in dem durch Belichtung Ladungstrager freisetzbar 
sind, und zwei Dotierungszonen (60, 70) zum Aufnehmen von im lichtempfindlichen 
Bereich freigesetzten Ladungstragern gebildet sind, sowie gegen den lichtempfindlichen 
Bereich isolierten Elektroden (14) zum Erzeugen eines Feldgradienten in dem 
lichtempfindlichen Bereich, wobei die isolierten Elektroden (14) in einem in der 
Oberflache des Substrats gebildeten Graben (8a) angebracht sind. Mehrere Elektroden 
ergeben sich dadurch, dass mehrere Einheiten nebeneinander angeordnet sind (s. 
Abbildung 1). 

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich davon dadurch, dass der 
lichtempfindliche Bereich zwischen den beiden Elektroden und jeweils einer ihnen 
zugeordneten Dotierungszone angeordnet ist. Wie die Anmelderin in ihrem Schreiben 
vom 12. September 2005 ausfuhrt, dient diese Geometrie der Verstarkung der 
Empfindlichkeit des Detektorelements. 

3. Es gibt im Detektor gemaB Dokument D1 dadurch zwei Elektroden, dass eine 
Matrixanordnung wie in der Figur 1 dieses Dokuments dargestellt verwendet wird. 
Allerdings ist der lichtempfindliche Bereich nicht zwischen den beiden Dotierungszonen 
angeordnet und es gibt auch keinen Hinweis, solch eine Anordnung vorzusehen. Im 
ubrigen wird auf die Argumentation der Anmelderin in ihrem Schreiben vom 12. 
September 2005 verwiesen, die hinsichtlich des geanderten Anspruchs 1 iiberzeugen 
kann. 

4. Aus diesem Grund scheint der Anspruch 1 den Erfordemissen des Artikels 33(2) und (3) 
PCT zu entsprechen. t 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/006247 



II. Anspruch 9: 

1 . Das Dokument EP-A-0 651 448 (= D2) beschreibt (s. Spalte 7, Zeilen 19 bis 44, und 
Abbiidung 5) ein optisches Sensorelement, bei dem in einem Halbleitersubstrat (4) ein 
lichtempfindlicher Bereich, in dem durch Belichtung Ladungstrager freisetzbar sind, 
sowie gegen den lichtempfindlichen Bereich Elektroden (9) zum Erzeugen eines 
Feldgradienten in dem lichtempfindlichen Bereich gebildet sind, wobei die Elektroden 
(14) in einem in der Oberflache des Substrats gebildeten Graben (8) angebracht sind 
und gegenuber dem lichtempfindlichen Bereich Schottky-Barrieren bilden. GemaR 
Dokument D2 besteht die Elektrode (9) aus Metall, in das aber das Halbleitermaterial der 
Substratschicht (4) eindringt, so dass es sich urn eine Metall-Halbleiterstruktur handelt. 

2. Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich davon durch den in die Oberflache 
des lichtempfindlichen Bereichs eindiffundierten ohmschen Kontakt, der dazu dient, den 
Beitrag der Gleichlichtstrahlung zu eliminieren. Einen solchen ohmschen Kontakt 
vorzusehen ist aus dem vorliegenden Stand der Technik allerdings weder bekannt noch 
nahegelegt. 

3. Demzufolge scheint der Anspruch 9 die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT zu 
erfullen. 



III. Anspruche 2 bis 8 und 10 bis 16: 

1. Die abhangigen Anspruche 2 bis 8 und 10 bis 16 enthalten alle Merkmale des 
Anspruchs 1 oder alle Merkmale des Anspruchs 9. Weil sowohl der Anspruch 1 als auch 
der Anspruch 9 die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT zu erfullen scheinen, 
ist dies auch fur die Anspruche 2 bis 8 und 10 bis 16 der Fall. 



Formblatt PCT/BelblaW409 (Blatt 3) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/006247 



Zu Punkt VII: 

1 Der Anspruch 1 entha'.t in seinem kennzeichnenden Teil auch die zweite im Graben 
angeordnete Elektrode, die aber aus dem Dokument D1 bekannt ist und deshalb in die 
Praambel gehort (Regel 6.3 b) (i) PCT). 

2 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlagige Stand 
derTechnik noch diese Dokumente angegeben. 
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Neue Patentanspruche 1 bie 16 

1. Optisches Sensorelement .(10), bei dem in einem Halblei- 
t er subs t rat (1) ein lichtempf indlicher Bereich (18), in 
dem durch Belichtung Ladungstrager freisetzbar sind, und 
eine erste Dotierungszone (15, 16) zum Aufnehmen von im 
lichtempf indlichen Bereich (18) freigesetzten Ladungstra- 
gern gebildet sind und eine erste gegen den lichtempf ind- 
lichen Bereich (18) isolierte Eiektrode (13, 14) in einem 
in der Oberflache des Substrats (1) gebildeten Graben an- 
gebracht ist, 

dadurch gekennzeichnet , 
dass in dem Halbleitersubstrat (1) eine zweite Dotie- 
rungszone (16, 15) zum Aufnehmen von im lichtempf indli- 
chen Bereicb. (18) freigesetzten Ladungstragern gebildet 
ist und eine zweite gegen den lichtempf indlichen Bereich 
(18) isolierte Eiektrode (14, 13) in einem in der Ober- 
flache des Substrats (1) gebildeten Graben angebracht 
ist, und dass der lichtempf indliche Bereich (18) zwischen 
der erst en Dotierungszone (15, 16) und der ersten iso- 
lierte Eiektrode (13, 14) einerseits und der zweiteh Do- 
tierungszone (16, 15) und der zweiten isolierten Eiektro- 
de (14, 13) andererseits angeordnet ist~ 

2- Optisches Sensorelement nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass jede Dotierungszone (15, 16) eine Isolationsschicht 
* (12) ei'ner der isolierten Elektroden (13, 14) beruhrt . 

3.. Optisches Sensorelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , 
dass an jeder Dotierungszone (15, 16) ein ohmscher Kon- 
takt gebildet ist. 



GEAENDERTES BLATT 



09-2005 PCT / EP2004/006247 



2 



P8029 EP0406247 



4. Optisches Sensorelement nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Tiefe der Graben groSer ist als die Dicke der 

Dotierungszonen (15 , 16) . 

5 . Optisches Sensorelement nach einem der vorhergehenden An- 

spriiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Tiefe der Graben zwischen 5 und 40 fim, vorzugs- 

weise zwischen 12 und 25 fim tief sind. 

6. Optisches Sensorelement nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeicta.net, 
dass jeder Dotiemngszone (15, 16) ein Sammelkondensator. 
zum Sammeln von aus der Dot ierungs zone (15, 16) abgezoge- 
nen Ladungstragern zugeordnet ist . 

7. Optisches Sensorelement nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass jeder Sammelkondensator zwei leitfahiige Platten um- 
fasst, die in Graben des Substrats angeordnet sind. . 

8. Optisches Sensorelement nach einem der vorhergehenden An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass an der Oberflache des lichtempf indlichen Bereichs 

ein ohmscher p-Kontakt eindif f undiert ist. 

9. ' "Optisches Sensorelement, bei dem in einem Halbleitersub- 

strat (1) ein lichtempf indlicher Bereich (IB)gebildet 
ist^, in dem durch Belichtung Ladungstrager'* f reisetz^ar 
sind, und in Graben des Halbleitersubstrats aus Metall- 
Halbleiterstrukturen (31) aufgebaute Elektroden vorhanden 
sind, welche gegenuber dem lichtempf indlichen Bereich 
Schottky-Barrieren bilden, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass an der Oberflache des lichtempf indlichen Bereichs 

ein ohmscher p-Kontakt eindif fundiert ist. 

10. Optische Sensoranordnung mit einer Mehrzahl von Sensoren 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass jeweils zwei in eirer ersten Richtung benachbarte 
Sensorelemente (10) beiderseits einer geraeinsaraen Elekt- 
rode (13') angeordnet sind. 

11. Optische sensor anordnung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass an die gemeinsame Elektrode (13 ' ) angrenzende Dotie- 
rungszonen (15, 16) der zwei Sensorelemente (10) elekt- 
risch leitend verbunden sind. 

12. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die zwei • Sensorelemente (10) zu einem Pixel zusam- 
mengefasst sind. 

13. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass an die gemeinsame Elektrode (13') angrenzende Dotie- 
rungszonen (15, 16) der zwei Sensorelemente (10, 10') e- 
lektrisch voneinander isoliert sind. 

14. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Isolierschicht (12) einer der isolierten Elekt- 
roden (13, 14) am Boden (26) ihres Grabens dicker als an 
dessen Seitenwanden (27) 1st. ^ 

15. Optische Sensoranordnung mit einer Mehrzahl von Sensoren 
nach einem der Anspruche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass zwischen einander benachbarten isolierten Elektroden 
(13, 14) von zwei in einer ersten Richtung benachbarten 
Sensorelementen (10) eine die Elektroden (13, 14) gegen- 
einander isolierende Zone (28) gebildet ist. 

16. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die isolierende Zone (28) durch das Halbleitersub- 

strat (1) oder einen Graben gebildet ist. 
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